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N-kuyulu 0.35um CMOS teknolojisi kullamilarak yiiksek basarimli bir islemsel
kuvvetlendirici gerceklestirilecektir. islemsel kuvvetlendiricinin acik cevrim
kazancinin Kio = 5 x 10°, C. = 10pF’lik kapasitif yiikle calisildiginda yiikselme egiminin
SR > 10V/usn, kazanc¢-bant genisligi carpiminin GBW > 10 MHz, Vo ¢ikis geriliminin
salimim araliginin - 1V < Vo < 1V olmasi istenmektedir.
a- Uygun bir devre topolojisi secerek islemsel kuvvetlendiriciyi tasarlayiniz,
devredeki tranzistorlarin boyutlarini1 ve kutuplama akimlarinm belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla islemsel kuvvetlendiricinin

b- dc gerilim gecis karakteristigini ¢ikartiniz;

c- c- giris dengesizlik gerilimini belirleyiniz.

d- d-Kuvvetlendiriciyi cikis gerilimi oV olacak bigimde kutuplayarak SPICE
programi yardimiyla yiiksiiz durumdaki (CL = 0) acik ¢evrim frekans egrisini
cikartiniz, agik ¢evrim kutuplarini belirleyiniz.

e- Ongoriilen smurlar icerisinde Cr yiik kapasitesine cesitli degerler vererek
devrenin kararliligini ve ¢ikis isaretinin yiikselme egimini inceleyiniz.

f- Devrenin ortak isaret davranisimi inceleyiniz. Bunun igin giriglere ortak
kutuplama gerilimi uygulayarak, bu gerilimi besleme gerilimleri arasinda
uygun degerlerle degistirip, cikis geriliminin degisimini arastiriniz. Ortak
isaret degisim araligim belirleyiniz.

g- Ortak isaret kazancinin frekansla degisimini inceleyiniz.

h- Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlayiniz.

NOT: Yapilan hesaplari, elde edilen sonuclari, bunlarin yorumunu kapsamh bi¢cimde
iceren bir rapor hazirlanacaktir.

Kullanilacak CMOS teknolojisine iliskin model parametrelerini WEB sayfasinda
belirtilen adresten alinabilirsiniz. Olanaginiz varsa, baska bir benzer teknolojiyi de
secebilirsiniz.



